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近年 AlGaNを用いた深紫外レーザは多くの研究機関で研究が進められている。深紫外領域のレーザ

構造を成長させる際には、一般的に基板として AlN 基板やサファイア基板を使用する。本研究グルー

プでは、その中でも低コストであるサファイア基板を使用して深紫外レーザの検討を進めている。し

かし、サファイア基板上に成長させたレーザには問題点がある。サファイア基板と、その上のⅢ族窒

化物半導体の成長層では面方位が 30°異なっているため、劈開法によるミラー形成が困難である。そ

のため、本研究では ICPドライエッチングと TMAHウェットエッチングを組み合わせたエッチング法

によりミラー形成を行い、ミラー形成前後で特性を比較したのでその結果を報告する。 

図 1にMOVPE法によって作製したレーザ構造を示す。a面に沿って形成したリッジの幅は 5µm、絶

縁層である SiO2 のリッジ上開口幅は 3µm、共振器長は 700µmである。m軸方向と a軸方向にストラ

イプ状に各電極を形成した後、パルス（パルス幅：50nsec、Duty 比：0.01%）により電流密度-電圧特

性を測定した。その後、電極の上に Niマスクを形成し、ICPドライエッチングによりリッジ上から約

3µmだけ m面に沿ってほぼ垂直になるようにエッチングを行った。TMAH（25[wt%]、85℃）に試料を

入れ、5 分間ウェットエッチングを行い、選択性エッチングにより m 面を露出させ、ミラーを形成し

た。ミラー形成をした後に再度電流密度-電圧特性を測定し、ミラー形成前後でデバイス特性を比較し

た。 

図 2にミラー形成プロセス前後の電流密度-電圧特性を示す。ドライエッチングとウェットエッチン

グによるミラー形成プロセスを行った後の結果では、立ち上がり付近で少し電圧の上昇が見られるが、

微分抵抗に変化はほとんど見られなかった。また、どちらも電流密度が約 5 kA/cm
2まで破壊すること

なく電流を流すことができた。これらの結果より、ドライエッチングとウェットエッチングによるミ

ラー形成プロセスは、AlGaN系の UVレーザにおいても有効な手法であることが確認できた。 
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Fig. 1 Sample structure Fig. 2 Current density-voltage characteristics  
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